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Objectius

Competéncies especifiques
Coneixements

Estracta d'impartir els coneixements sobre els processos tecnol 0gics implicats en el procés de fabricacio
delscircuits integrats.

Conéixer els diferents processos i tecnol ogies utilitzades en la fabricaci6 de circuits microelectronics.

Sexplicaran els diferents processos de creixement i deposicid de capes en tecnol ogies monolitiques de
silici i en tecnologies de circuits hibrids. Després s estudiaran les tecnologies bipolar i CMOS, sinclou un
tema de tecnologies avancadesi es finalitza amb alguns aspectes col -l aterals.

Habilitats

Competéncies genériques

Capacitatsprevies

Molt bona base de matematiquesi fisica.
Capacitat d'analisi i raonament logic.
Sentit practic i visio espacial.

Bona base d'informatica.

Continguts

1. Introducci6

» Ressenya historica de la Tecnologia Microelectronica. Orientat a mostrar com les
aportacions interdisciplinaris han fet progressar aquestatecnologiai com les necessitats
industrials han sigut €l seu motor.

« Circuitsintegrats: classificacio per tecnologies.

» Recordatori d'alguns aspectes fonamentals de |a fisica de semiconductors. Sales blanques.
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2. Processos basics per a tecnologies monolitiques en silici

Fabricaci6 de obliesdesilici.
Creixement epitaxial.

Implantacié ionica.

Difusi6 d'impureses.

Oxidacio termicai procés LOCOS.
Diposit de capes CVD.

Metal -litzacio.

Fotolitografiai realitzacié de mascares.
Gravat.

3. Processos basics per a tecnologia de cir cuits hibridsi
MCM.

PVD i pellicules primes.

Fotolitografia basica.

Serigrafia.

Tecnologia de pel liculagruixudai de pel-licula prima.
Tecnologies MCM.

4. Tecnologies basiques per a C.l.: Front End.

Disminuci6 de dimensions; avantatgesi problemes.
Tecnologiabipolar.

TecnologiaNMOS.

TecnologiaCMOS.

Tecnologia BICMOS.

5. Tecnologies avancades per a C.l.: Back end

» Dable poli i doble metall.
¢ Barreresdedifusio i problemes de metalitzacio.
« Oxids prims. Tecnologies “twin tub”. Solucions EEPROM i asimilades.

6. Caracteritzacio6 de processosi dispositius
o Caracteritzacio fisic-quimic.

¢ Caracteritzacio eléctrica: dispositius de test.

7. Altres aspectes de la tecnologia micr oelectr onica.
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* Micromecanitzat del silici.
¢ Tecnologies no basades en silici.

» Rendiment i fiabilitat.

» Aspectes comercials.

» Aspectes mediambientals: control de residus.

M etodologia docent

Avaluaci6
. . 2a convocatoria
la convocatoria (febrer/juny) (juliol/setembre)
Avaluacio en grups Avaluacio individua
- No hi haavaluacié
continuada. - Obertaatothom en forma
- Hi haun examen final d'examen habitual.

obligatori per atothom.
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